Rec'd PCT/TT© 0 9 FEB 2005 



(12) NACH DEM VE&HKg UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENAffBfelT AUF DEM GEBIET DES 
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Weltorganisation fiir geistiges Eigentum 
Internationales Btiro 

(43) Internationales Veroffentlichungsdatum 
1. April 2004 (01.04.2004) 




PCT 



i urn iiiiiiii ii mill urn urn urn mi i n in mil urn urn mil inn mi nimi mi mi mi 

(10) Internationale Veroffentlichungsnummer 

WO 2004/027859 Al 



(51) Internationale Patentklassifikation 7 : H01L 21/78, 

21/68 

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/008276 

(22) Internationales Anmeldedatum: 

26. Juli 2003 (26.07.2003) 



(25) Einreichungssprache: 

(26) Verdffentlichungssprache: 



Deutsch 
Deutsch 



(30) Angaben zur Prioritat: 

102 38 444.4 22. August 2002 (22.08.2002) DE 



(71) Anmelder (fiir alle Bestirrunungsstaaten mit Ausnahme von 
US): UNITED MONOLITHIC SEMICONDUCTORS 
GMBH [DE/DE] ; Wilhejin-Runge-Str. 11, 89081 Ulm 
(DE). 

(72) Erfinder; und 
(75) Erfinder/Anmelder (nur fiir US jK^EHAMMER, Dag 

[DE/DE]; Im Wiblinger Hart 22, 89079 Ulm (DE). 

(74) Anwalt: WEBER, Gerhard; Postfach 2029, 89073 Ulm 
(DE). 

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, 
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, 
CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, 

[Fortsetzung aufder nachsten Seite] 



(54) Title: METHOD FOR THE PRODUCTION OF INDIVIDUAL MONOLITHICALLY INTEGRATED SEMICONDUCTOR 
CIRCUITS 

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON VEREINZELTEN MONOLITHISCH INTEGRIERTEN HALB- 
LEITERSCHALTUNGEN 



RS 



IB N+1 



TB 



FS 



y//////. 









-2C 
-21 

24 



28 28 





29/ \ // / 


29/\ 


A"2fc 


¥ ft 


/ 








/A 






l-H 

< 













OS 
IT) 
00 



O 



31 



31 



F 

























(57) Abstract: A method for the production 
of individual integrated circuit arrangements 
from a wafer composite is disclosed, 
whereby the wafer is fixed with the 
component side (FS) on a support, the 
individual circuit arrangements (21) are 
separated on the support body by the 
etching of separating trenches (27) and 
individually lifted from the support body. 
The semiconductor substrate (20) is reduced 
in thickness during the fixing of the wafer 
to the support body, preferably to a substrate 
thickness of less than 100 um. A reverse face 
metallisation (31) is deposited on the back 
face (RS) of the thinned substrate, preferably 
after separation of the circuit arrangements 
on the support body. 

(57) Zusammenf assung : Fur die 

Herstellung von einzelnen integriertem 
Schaltungsanordnungen aus einem Waferver- 
bund wird ein Verfahren vorgeschlagen, bei 
welchem der Wafer mit der Bauelementseite 
(FS) auf einem Trager fixiert, die einzelnen 
Schaltungsanordnungen (21) durch Atzen 
von Trenngraben (27) auf dem Tragerkorper 
separiert und einzeln vom Tragerkorper 
abgehoben werden. Das Halbleitersubstrat 
(20) wird wahrend der Fixierung des Wafers 
auf dem Tragerkorper gedunnt, vorzugs weise 
auf weniger als 100 Substratdicke. 

[Fortsetzung aufder ndchsten Seite] 
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Eine Ruckseitenmetallisierung (31) wird vorzugsweise nach Separieren der Schaltungsanordnungen auf dem Tragerkorper auf die 
Ruckseite (RS) des gedunnten Substrate abgeschieden. 
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Bezeichnung der Erfindung 

Verfahren zur Herstellung von vereinzelten monolithisch integrierten 
Halbleiterschaltungen 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von einzelnen monolithisch 
integrierten Halbleiterschaltungen. 

Bei der Herstellung integrierter Halbleiterschaltungen, auch einfach als IC Oder 
Chip bezeichnet, werden typischerweise auf einer dOnnen Halbleiterscheibe, 
dem Wafer, als Substrat eine groBere Anzahl yon Schaltungen gleichzeitig er- 
zeugt, welche in einem spateren Verfahrensschntt vereinzelt werden, insbe- 
sondere durch Sagen oder Ritzen des Wafers. Die ICs weisen typischerweise 
auf einer Frontseite des Substrats eine Mehrzahl von Bauelementen und auf 
der RQckseite eine Ruckseitenmetallisierung auf, wobei die RQckseitenmetalli- 
sierung auf Bezugspotenzial liegen und mit einzelnen Leiterflachen auf der 
Frontseite Qber Durchgangslocher (via) durch das Substrat elektrisch verbun- 
den sein kann. 

Bei einem aus der US 6 448 151 B2 bekannten Verfahren erfolgt die Trennung 
einzelner Chips aus einem Wafer mechanisch, indem in den Wafer von der 
RQckseite her mit einem dQnnen S3geblatt Graben gesagt werden, welche so 
weit in das Substrat reichen, dass auch nach DQnnen der RQckseite diese Gra- 
ben noch vorhanden sind. Die endgultige Vereinzelung erfolgt nach Umsetzen 
des Wafers von der Vorderseite emeut durch Sagen. 

Bei einem in der US 2002/00 55 238 A1 beschriebenen Verfahren werden von 
der Schaltkreis-Seite eines Wafers Graben eingesagt und bei einem mit der 
Schaltkreis-Seite auf einen Zwischentrager aufgeklebtem Wafer das Substrat 
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von der RQckseite her auf die gewQnschte Dicke abgetragen, wobei die zuvor 
gesagten Graben so tief sind, dass nach dem DQnnen des Substrats die ein- 
zelnen Chips in der Substratebene voneinander getrennt sind. Die noch im ge- 
klebten Verbund befindlichen Chips werden mit der RQckseite auf einem zwei- 
ten Trager befestigt und der erste Zwischentrager wird abgelost. Danach wer- 
den die Zwischenraume zwischen den in der Substratebene getrennten Chips 
durch eine obere Teilschicht des zweiten Tragers vertieft und die Chips im Ver- 
bund von Substrat und oberer Schicht des zweiten Tragers von der unteren 
Schicht des zweiten Tragers vereinzelt abgenommen. 

In der US 2001/00 05 043 A1 sind u. a. AusfOhrungsbeispiele angegeben, bei 
welchen der Wafer mit der Bauelementseite auf einem Trager befestigt wird. 
Nach DQnnen des Substrates von der RQckseite her werden in einem Schritt 
Vias und Trenngraben geatzt und die RQckseite flachig mit einer RQckseiten- 
metallisierung versehen. Eine auf der Bauelementseite die einzelnen Bauele- 
mente umgebende Metallbahn dient als Atzstopp im Bereich der Trenngraben 
und Qberbruckt diese Trenngraben anfanglich, so dass die einzelnen Chips 
Qber die Metallisierung und die Metallrahmen auf der Bauelementseite noch 
verbunden sind. In einem ersten Beispiel werden die Chips im Verbund umge- 
setzt und mit der RQckseite auf einem Tragerband befestigt und in dieser Posi- 
tion entlang der verbliebenen Verbindungen Qber die Metallbahnen mechanisch 
aufgetrennt. In anderer Vorgehensweise erfolgt die Auftrennung der im Bereich 
der Trenngraben verbliebenen metallischen Chipverbindungen bei dem Trager 
zugewandter Bauelementseite und die Elemente werden danach auf ein Tra- 
gerband Qbernommen. 

Die US 4 722 130 A beschreibt ein Verfahren, bei welchem von der Bauele- 
mentseite her mechanisch Graben in das Substrat eingearbeitet werden und 
das Substrat danach auf einen ersten Zwischentrager geklebt wird. Nach DQn- 
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nen des Substrats von der RQckseite her bleiben an den Stellen der gefrasten 
Trenngraben noch dflnne Materialstege stehen, so dass das Substrat unveran- 
dert einen starren Verband bildet. Auf die RQckseite wird dann eine halbstarre 
Verbindungsschicht und ein PVC-Trager aufgesetzt und der erste Zwischentra- 
gerabgenommen. Durch Erwsirmen und Dehnen des PVC-Tragers werden die 
verbliebenen dunnen Substratstege aufgerissen und derail die einzelnen Chips 
mechanisch separiert. 

In der US 6 215 194 werden die einzelnen Chips eines Wafers, welche auf ei- 
nem Trager aufgeklebt sind, durch Frasen von Trenngraben in der Substra- 
tebene separiert und durch ein separates Trennwerkzeug aus dem Verband 
herausgetrennt und auf einen Chiptrager aufgedriickt und aufgeklebt. 

Bei einem aus der WO 99/25 019 A1 bekannten Verfahren zur Dunnung von 
Wafern werden von der Bauelementseite Trenngraben in ein Halbleitersubstrat 
eingebracht und das Substrat mit der Bauelementseite auf einen Trager aufge- 
klebt. Danach wird das Substrat von der RQckseite her bis zu den Graben ab- 
getragen. 

Auch in der WO 01/03 180 A1 werden von der Bauelementseite her Graben in 
das Halbleitersubstrat eingebracht, wobei dies sowohl mechanisch als auch 
durch Trockenatzen erfolgen kann, und nach Aufkleben des Wafers auf einen 
festen Trager die RQckseite bis zu den Graben abgetragen, so dass die Chips 
in der Substratebene getrennt auf dem Trager vorliegen. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein vorteilhaftes Ver- 
fahren fQr die Herstellung von vereinzelten monolithisch integrierten Halbleiter- 
schaltungen anzugeben. 
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Die Erfindung ist im unabhSngigen Patentanspruch beschrieben. Die abhangi- 
gen Ansprtiche enthalten vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der 
Erfindung. 

Die Erfindung ermoglicht eine sichere und stabile Handhabung des Wafers in 
kritischen Verfahrensschritten, insbesondere bei geringen Dicken des Sub- 
strats. Gemafi einer vorteilhaften Ausfuhrung wird das Substrat nach Fertig- 
stellung der Halbleiterschaltungen einschlielilich der Leiterflachen und ggf. ei- 
ner Passivierung der Frontseite auf eine Substratdicke von weniger als 100 jmrn 
gedunnt Dies ist insbesondere fur Halbleiterschaltungen auf GaAs-Substrat 
von Vorteil, da GaAs eine geringe WarmeleitfShigkeit besitzt und die AbfQhrung 
von Veriustwarme im Betrieb an eine WSrmesenke bei geringer Substratdicke 
wesentlich verbessert ist. Durch die geringe Substratdicke verringert sich auch 
der Offnungsquerschnitt der sich von der Frontseite zur RQckseite hin aufwei- 
tenden DurchgangslGcher, so dass die Packungsdichte der Schaltungen bei 
dem dunnen Substrat erhoht werden kann. 

Die Befestigung des Wafers auf einem starren TrSger vor dem Dtinnen des 
Substrats gewahrleistet eine stabile und sichere Handhabung auch bei durch 
starke WaferdQnnung sehr geringen Substratdicken. Insbesondere wird auch 
eine nicht ebene Verformung des Wafers durch thermische EinflQsse oder ins- 
besondere auch durch interne mechanische Spannungen im Halbleitermaterial, 
wie sie fOr Heterostruktur-Halbleiter-Schichtfolgen typisch sind, vermieden. 

Vorteilhaften^eise wird auch eine elektrische FunktionsprQfung, insbesondere 
hinsichtlich des Hochfrequenzverhaltens, erst nach der Vereinzelung der Bau- 
elemente und damit bei Vorliegen der Ruckseitenmetallisierung und der Durch- 
kontaktierungen durch die Durchgangslocher an vollstandig verschalteten Ein- 
heiten vorgenommen. 
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Die Befestigung des einheitlichen Wafers auf dem starren Trager, welcher bei- 
spielsweise ein Saphir sein kann, erfolgt mittels einer Befestigungsschicht aus 
vorzugsweise adhasivem Material, insbesondere einem Klebstoff, einem Kitt, 
einem Gel oderdergleichen, welcher auch Unebenheiten der ggf. passivierten 
Oberfiache der Wafer-Frontseite folgen kann. Bevorzugt ist ein adhasives Be- 
festigungsmaterial, dessen Adhasion zu der Wafer-Frontseite bei hoherer 
Temperatur geringer ist. Die individuelle Ablosung der mechanisch getrennten 
IC von dem Trager erfolgt vorzugsweise durch mechanisches Abheben unter 
Oberwindung der Adhasionskraft, wofur bei dem bevorzugten Befestigungs- 
material dieses den IC vorzugsweise uber den Tragerkorper erwarmt wird, um 
die AblSsekraft zu verringern. Zur Ablosung der individuellen IC kann gunsti- 
gerweise ein Werkzeug nach Art einer Vakuumpinzette eingesetzt werden. 

Vorteilhafterweise werden die mehreren IC eines auf dem Trager befestigten 
Wafers in der Weise in der Waferebene lateral separiert, dass von der dem 
Tragerkorper abgewandten SubstratrOckseite Trenngraben geatzt werden, wel- 
che vorteilhafterweise wenigstens bis an oder in das Befestigungsmaterial rei- 
chen. Bei der Atzung der Trenngraben wird unterhalb des Wafers vorteilhafter- 
weise eine laterale Unteratzung im Befestigungsmaterial erzeugt Dies ermog- 
licht, das Metall fur die RQckseitenmetallisierung und die Durchkontaktierungen 
nach Fertigstellung auch der Trenngraben ganzfiachig abzuscheiden, ohne 
dass eine Metallisierungsbrucke uber die Trenngraben entsteht. Die Metallisie- 
rungsschicht ist an den bei den Unteratzungen auftretenden Stufen unterbro- 
chen. 

Gemali einer besonders vorteilhaften Ausfilhrung konnen die Durchgangslo- 
cher durch das Substrat und die Trenngraben in einem gemeinsamen Atzvor- 
gang, insbesondere mit gemeinsamer photolithographischer Atzmaske 
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und/oder wenigstens teilweise gemeinsamem Atzmittel hergestellt werden. 
Hierbei kann vorteilhaft ausgenutzt werden, dass bei der gebrauchlichen At- 
zung der DurchgangslScher die Leiterflachen auf der Frontseite als Atzstopp- 
schicht wirken und in den Bereichen zwischen benachbarten ICs des Wafers 
keine Leiterflachen vorgesehen sind, so dass die Atzung im Bereich der Trenn- 
graben in das Befestigungsmaterial fortschreitet, wahrend sie im Bereich der 
Durchgangslocher an den Leiterflachen der Frontseite stoppt. Hieraus resultiert 
ein besonders einfacher Verfahrensablauf. 

Nach individuellem Abheben der in der Substratebene separierten ICs als Ein- 
zelchips von dem Tragerkorper werden die Chips einzeln weiterbehandelt, was 
beispielsweise Reinigungsvorgange, insbesondere aber auch Prufvorgange mit 
z.B. optischer Oberflachenprtlfung und elektrischer FunktionsprQfung beinhal- 
ten kann. Vorteilhafterweise kann der Schritt der optischen PrQfung zugleich 
der Ausrichtung der Chips in eine definierte Position fur die Spitzenkontaktie- 
rung zur elektrischen FunktionsprQfung einschlielien. Die geprtiften Chips kon- 
nen zur Auslieferung an Kunden und/oder zur Zwischenlagerung auf Zwi- 
schentrager, welche z.B. als „blue tape" oder „geel pack" gebrauchlich sind, 
abgelegt oderohne einen solchen Zwischenschritt gleich in Schaltungsmodule 
eingebaut werden. 

Die Erfindung ist nachfolgend anhand bevorzugter Ausfuhrungsbeispiele noch 
eingehend veranschaulicht. Dabei zeigt 

Fig. 1 eine Seitenansicht eines Wafers auf einem Trager, 
Fig. 2 eine bevorzugte ROckseitenbehandlung eines Wafers 
Fig. 3 die Behandlung vereinzelter IC 
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Fig. 1 zeigt in seitlicher Ansicht ein Schnittbild durch einen dielektrischen Tra- 
gerkorper TR, beispielsweise einen Saphir, und durch einen Wafer WA, wel- 
cher auf der Frontseite FS eines Halbleitersubstrats HS eine Mehrzahl separa- 
ter integrierter Schaltungen mit Halbleiterbauelementen und metallischen Lei- 
terflachen enthalt. 

Der Wafer WA ist auf der in Fig. 1 nach unten weisenden Frontseite FS mit ei- 
ner anorganischen Schutzschicht 23 bedeckt. Die dem Wafer zugewandte Fla- 
che des Tragerkorpers TR ist mit einem Aufkittmaterial versehen. Der Wafer 
wird mit der Oberflache der Schutzschicht 23 auf das Aufkittmaterial aufge- 
drQckt und von diesem adhasiv auf dem Trager TR fixiert. Nach Fixieren des 
Wafers auf dem Trager wird das Substrat von der dem Trager abgewandten 
Ruckseite her auf die mit unterbrochener Linie angedeutete gewQnschte Dicke, 
insbesondere auf weniger als 100 urn, geddnnt (Pfeile DS), vorzugsweise durch 
Schleifen. 

In Fig. 2 wird ausgegangen von einem unverandert auf dem Tragerkorper Qber 
das Aufkittmaterial 24 fixierten Wafer mit auf die gewQnschte Dicke gedQnntem 
Substrat. Der Tragerkorper selbst ist aus Grtinden der Obersichtlichkeit in Fig. 2 
nicht mehr mit eingezeichnet. 

In Fig. 2 a) bis e) ist jeweils in seitlicher Schnittdarstellung in der linken Bild- 
halfte ein Ausschnitt mit einem Trennbereich TB zwischen zwei auf einem 
Wafer benachbarten integrierten Schaltungsbereichen IB N und IB N +i und in der 
rechten Bildhalfte ein Ausschnitt aus einem Bereich IB N einer integrierten 
Schaltung mit Durchkontaktierungen in DurchgangslScher skizziert. Die Skizzen 
sind nicht maftstablich. 
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Auf derdem Tragerkorper zugewandten Frontseite des gedunnten Substrats 20 
ist mit 21 die Schaltungsebene mit Leiterflachen 22 bezeichnet, welche durch 
die Schutzschicht 23 abgedeckt ist (Fig. 2a). 

Auf die ROckseite RS des gedunnten Substrats 20 wurde eine Photolack- 
schicht PL aufgebracht und mit ersten Offnungen 25 fur Trenngraben im 
Trennbereich TB und zweiten Offnungen 26 fur DurchgangslScher zu Leiterfla- 
chen im Schaltungsbereich IB der einzelnen integrierten Schaltungen struktu- 
riert. 

In einem ersten gemeinsamen Atzschritt werden unter Verwendung der struktu- 
rierten Photolackschicht PL im Trennbereich TB Trenngraben 27 und im 
Schaltungsbereich IB Durchgangslocher 28 durch das Halbleitersubstrat 20 
freigeatzt. Die Atzparameter sind so eingestellt, dass die Durchgangslocher mit 
schragen Flanken sich von der Ruckseite RS zur Frontseite hin konisch verjun- 
gen. Diese Art, Durchgangslocher zu atzen, ist allgemein gebrauchlich. Der 
Atzvorgang fur die DurchgangslQcher stoppt im Schaltungsbereich IB durch die 
Wahl des Atzmittels und die Einstellung der Atzparameter automatisch an den 
Leiterflachen 22 der Schaltungsebene 21, wogegen im Trennbereich TB, in 
welchem keine derartigen Leiterflachen vorliegen, der Atzvorgang bis in die 
Schutzschicht 23 durchgeht (Fig. 2 c). 

Der Atzvorgang wird in einem zweiten Atzschritt vorzugsweise unter Wechsel 
des Atzmittels und/oder Anderung der Atzparameter fortgesetzt, wobei vor- 
zugsweise das Substratmaterial nicht weiter abgetragen wird und wobei im 
Schaltungsbereich IB die Leiterflachen 22 nicht angegriffen werden, hingegen 
das Material der Schutzschicht 23 unter dem Trenngraben 27 im Trennbe- 
reich TB in einer bis an oder in das Aufkittmaterial 24 reichenden Vertiefung 
entfernt wird. Atzmittel und Atzparameter sind so gewahlt, dass das Material 
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der Schutzschicht auch lateral unter dem Substrat 20 abgetragen wird, so dass 
durch Unteratzung des Substrats ein Oberhang 30a entsteht. GemSfJ einer be- 
vorzugten Ausftlhrungsform erfolgt die Atzung der Vertiefung 30 in der Schutz- 
schicht 23 einschlieftlich der OberhSnge 30a zusammen mit der Entfernung der 
Photolackmaske 29. 

Bei der anschlielienden ganzflachigen gerichteten Abscheidung der Rucksei- 
tenmetallisierung 31 ist durch die Stufen an den Oberhangen 30a der in die 
Vertiefung 30 auf das Aufkittmaterial abgeschiedene Metallfilm 31a gegen die 
Metallisierung auf RQckseite und Seitenflanken des Substrats 20 unterbrochen. 
In den DurchgangslOchern bildetdie Ruckseitenmetallisierung 31 in gebrauchli- 
cher Weise einen entlang der schragen Kanten bis zu den Leiterflachen 22 
durchgehenden Metallfilm, uber welchen die derart kontaktierten Leiterfla- 
chen 22 auf das elektrische Potenzial der Ruckseitenmetallisierung 31 gelegt 
werden konnen. 

Die durch die bis zum Aufkittmaterial durchgehenden Trenngraben 27 (ein- 
schlieftlich der Vertiefungen 30) seitlich separierten integrierten Schaltungen 
konnen durch eine senkrecht zur Substratebene wirkende und die Adhasions- 
kraft des Aufkittmaterials zu der Schutzschicht 23 uberwindende Ablosekraft 
individuell von dem Aufkittmaterial gelost werden. Durch Wahl eines Aufkitt- 
materials, welches bei Erwarmen eine deutliche Verringerung dieser Adhasi- 
onskraft zeigt, und durch Erwarmen des Aufkittmaterials, vorzugsweise uber 
den Tragerkorper, konnen die einzelnen Schaltungsanordnungen mit geringer 
Ablosekraft zur weiteren Behandlung vereinzelt werden. Zum Abheben vom 
Tragerkorper TR entgegen einer geringen Adhasionskraft und zur weiteren 
Handhabung der vereinzelten Schaltungsanordnungen konnen vorteilhafterwei- 
se sogenannte Vakuumpinzetten 4 wie in Fig. 3 schematisch gezeichnet ver- 
wandt werden. 
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Nach Abheben einer Schaltungsanordnung (Chip) IC vom Tragerkorper TR 
(Fig. 3A) wird in der in Fig. 3 skizzierten Abfolge von Handhabungsschritten der 
durch die Vakuumpinzette 4 an der Ruckseite gehaltene Chip IC gewendet 
(Fig. 3B) und durch einen Losungsmittelstrahl 5 gereinigt (Fig. 3C) und an- 
schliefcend mit Inertgas 6 getrocknet (Fig. 3D). Eine weitere Vakuumpinzette 7 
ubernimmt den Chip auf der Frontseite (Fig. 3E) und legt ihn mit der metalli- 
sierten ROckseite auf die geerdete elektrostatische Grundplatte 10 (Fig. 3F). 
Der auf der Grundplatte 10 elektrostatisch gehaltene Chip wird einer automati- 
schen optischen Kontrolle 9 unterzogen (Fig. 3G) und dabei vorteilhafterweise 
durch Drehen und/oder Verschieben der Grundplatte oder auf dieser in der 
Plattenebene 8 definiert justiert und so fQr eine nachfolgende elektrische Mes- 
sung 11 (Fig. 3H) ausgerichtet. 

Die die optische und die elektrische Kontrolle passierenden Chips konnen in 
eine Lager- oder Versandablage 13 eingesetzt werden (Fig. 31). 

Die vorstehend und die in den AnsprDchen angegebenen sowie die den Abbil- 
dungen entnehmbaren Merkmale sind sowohl einzeln als auch in verschiedener 
Kombination vorteilhaft realisierbar. Die Erfindung ist nicht auf die beschriebe- 
nen Ausfuhrungsbeispiele beschrankt, sondern im Rahmen fachmannischen 
KOnnens in mancherlei Weise abwandelbar. 
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Patentansprtiche: 

1. Verfahren zur Herstellung von monolithisch integrierten Halbleiterschaltun- 
gen, welche auf einer Frontseite eines gedunnten Substrats eine Bauele- 
mentstruktur und eine metallisierte Substrat-ROckseite sowie elektrische 
Verbindungen zwischen metallischer Substrat-RQckseite und Leiterflachen 
auf der Frontseite Qber Durchgangslocher durch das Substrat aufweisen, 
aus einem eine Mehrzahl separater Bauelementstrukturen enthaltenden 
Wafer, wobei 

a) der Wafer nach Fertigstellung der frontseitigen Bauelementstrukturen 
mit der frontseitigen Oberflache mittels einer Befestigungsschicht flachig 
auf einem starren Trager befestigt wird, 

b) das Substrat auf die gewQnschte Dicke gedunnt wird, 

c) die Durchgangslocher durch das Substrat bis zu den Leiterflachen auf 
der Frontseite erzeugt werden, 

d) die Trenngraben zwischen den monolithischen Halbleiterschaltungen 
bis an oder in die Zwischenschicht erzeugt werden, 

e) die Ruckseitenmetallisierung einschlieBlich der elektrischen Verbindun- 
gen durch die DurchgangslQcher hergestellt wird, 

f) die Halbleiterschaltungen individuell von dem starren Trager abgelost 
und vereinzelt weiterbearbeitet werden. 
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2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass fGr die Befesti- 
gungsschicht ein adhasives Material verwandt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein adhasives 
Material mit bei hoherer Temperatur geringerer Adhasion zur frontseitigen 
Oberflache des Wafers verwandt wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die indi- 
yiduelle Ablosung der Halbleiterschaltungen von dem Trager mechanisch 
unter Oberwindung der Adhasionskraft des Befestigungsmaterials zur front- 
seitigen Oberflache des Wafers vorgenommen wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Substrat auf eine Dicke von weniger als 100 jam gedunnt wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Trenngraben durch einen photolithographischen Atzprozess er- 
zeugt werden. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
dass auf der Frontseite des Wafers eine Schutzschicht aufgebracht wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass in der frontsei- 
tigen Schutzschicht des Wafers eine laterale Unteratzung des Substrats er- 
zeugt wird. 



9. 



Verfahren nach einem der Ansprdche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Abscheidung der Ruckseitenmetallisierung nach Erzeugung der 



WO 2004/027859 




PCT/EP2003/008276 



Trenngraben vorgenommen wird. 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass fur die Herstellung der Durchgangslocher und der Trenngraben eine 
gemeinsame photolithographische Maske verwandt wird. 

11. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, 
dass eine elektrische FunktionsprQfung der Halbleiterschaltungen nach der 
Vereinzelung vorgenommen wird. 
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